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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 半 導 体 層 と 、 ゲ ー ト 電 極 と 、 前 記 半 導 体 層 と 前 記 ゲ ー ト 電 極 と の 間 の ゲ ー ト 絶 縁 膜 と が
設 け ら れ 、
　 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 は 、 少 な く と も 前 記 半 導 体 層 と 接 す る 第 １ の 層 と 前 記 ゲ ー ト 電 極 と 接
す る 第 ２ の 層 と を 有 し 、
　 前 記 第 １ の 層 は 、 水 素 濃 度 が １ ． ５ ～ ５ ａ ｔ ｏ ｍ ｉ ｃ ％ で 、 窒 素 濃 度 が ２ ～ １ ５ ａ ｔ ｏ
ｍ ｉ ｃ ％ で 、 酸 素 濃 度 が ５ ０ ～ ６ ０ ａ ｔ ｏ ｍ ｉ ｃ ％ の 酸 化 窒 化 シ リ コ ン 膜 で あ り 、
　 前 記 第 ２ の 層 は 、 水 素 濃 度 が ０ ． １ ～ ２ ａ ｔ ｏ ｍ ｉ ｃ ％ で 、 窒 素 濃 度 が ０ ． １ ～ ２ ａ ｔ
ｏ ｍ ｉ ｃ ％ で 、 酸 素 濃 度 が ６ ０ ～ ６ ５ ａ ｔ ｏ ｍ ｉ ｃ ％ の 酸 化 窒 化 シ リ コ ン 膜 で あ る こ と を
特 徴 と す る 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 半 導 体 層 と 、 ゲ ー ト 電 極 と 、 前 記 半 導 体 層 と 前 記 ゲ ー ト 電 極 と の 間 の ゲ ー ト 絶 縁 膜 と が
設 け ら れ 、
　 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 は 、 前 記 半 導 体 層 と 接 す る 領 域 か ら 前 記 ゲ ー ト 電 極 と 接 す る 領 域 に か
け て 連 続 的 に 組 成 が 変 化 し 、
　 前 記 半 導 体 層 と 接 す る 領 域 は 、 水 素 濃 度 が １ ． ５ ～ ５ ａ ｔ ｏ ｍ ｉ ｃ ％ で 、 窒 素 濃 度 が ２
～ １ ５ ａ ｔ ｏ ｍ ｉ ｃ ％ で 、 酸 素 濃 度 が ５ ０ ～ ６ ０ ａ ｔ ｏ ｍ ｉ ｃ ％ の 酸 化 窒 化 シ リ コ ン 膜 で
あ り 、
　 前 記 ゲ ー ト 電 極 と 接 す る 領 域 は 、 水 素 濃 度 が ０ ． １ ～ ２ ａ ｔ ｏ ｍ ｉ ｃ ％ で 、 窒 素 濃 度 が
０ ． １ ～ ２ ａ ｔ ｏ ｍ ｉ ｃ ％ で 、 酸 素 濃 度 が ６ ０ ～ ６ ５ ａ ｔ ｏ ｍ ｉ ｃ ％ の 酸 化 窒 化 シ リ コ ン
膜 で あ る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 半 導 体 層 と 、 ゲ ー ト 電 極 と 、 前 記 半 導 体 層 と 前 記 ゲ ー ト 電 極 と の 間 の ゲ ー ト 絶 縁 膜 と が
設 け ら れ 、
　 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 は 、 少 な く と も 前 記 半 導 体 層 と 接 す る 第 １ の 層 と 前 記 ゲ ー ト 電 極 と 接
す る 第 ２ の 層 と を 有 し 、
　 前 記 第 １ の 層 は 、 シ リ コ ン に 対 す る 酸 素 の 組 成 比 が １ ． ４ ～ １ ． ８ で 、 シ リ コ ン に 対 す



る 窒 素 の 組 成 比 が ０ ． ０ ５ ～ ０ ． ５ の 酸 化 窒 化 シ リ コ ン 膜 で あ り 、
　 前 記 第 ２ の 層 は 、 シ リ コ ン に 対 す る 酸 素 の 組 成 比 が １ ． ７ ～ ２ で 、 シ リ コ ン に 対 す る 窒
素 の 組 成 比 が ０ ． ０ ０ ２ ～ ０ ． ０ ６ の 酸 化 窒 化 シ リ コ ン 膜 で あ る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体
装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 半 導 体 層 と 、 ゲ ー ト 電 極 と 、 前 記 半 導 体 層 と 前 記 ゲ ー ト 電 極 と の 間 の ゲ ー ト 絶 縁 膜 と が
設 け ら れ 、
　 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 は 、 前 記 半 導 体 層 と 接 す る 領 域 か ら 前 記 ゲ ー ト 電 極 と 接 す る 領 域 に か
け て 連 続 的 に 組 成 が 変 化 し 、
　 前 記 半 導 体 層 と 接 す る 領 域 は 、 シ リ コ ン に 対 す る 酸 素 の 組 成 比 が １ ． ４ ～ １ ． ８ で 、 シ
リ コ ン に 対 す る 窒 素 の 組 成 比 が ０ ． ０ ５ ～ ０ ． ５ の 酸 化 窒 化 シ リ コ ン 膜 で あ り 、
　 前 記 ゲ ー ト 電 極 と 接 す る 領 域 は 、 シ リ コ ン に 対 す る 酸 素 の 組 成 比 が １ ． ７ ～ ２ で 、 シ リ
コ ン に 対 す る 窒 素 の 組 成 比 が ０ ． ０ ０ ２ ～ ０ ． ０ ６ の 酸 化 窒 化 シ リ コ ン 膜 で あ る こ と を 特
徴 と す る 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 の い ず れ か お い て 、 前 記 半 導 体 層 は 非 晶 質 こ
と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 の い ず れ か お い て 、 前 記 半 導 体 層 は 結 晶 こ
と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 １ 乃 至 請 求 項 の い ず れ か お い て 、 前 記 半 導 体 装 置 は 、 携 帯 電 話 、 ビ デ オ カ
メ ラ 、 携 帯 型 情 報 端 末 、 ゴ ー グ ル 型 デ ィ ス プ レ イ 、 プ ロ ジ ェ ク タ ー 、 電 子 書 籍 、 パ ー ソ ナ
ル コ ン ピ ュ ー タ 、 Ｄ Ｖ Ｄ プ レ ー ヤ ー 、 デ ジ タ ル カ メ ラ か ら 選 ば れ た 一 つ で あ る こ と を 特 徴
と す る 半 導 体 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
　 半 導 体 層 を 形 成 す る 工 程 と 、 ゲ ー ト 電 極 を 形 成 す る 工 程 と 、 前 記 半 導 体 層 と 前 記 ゲ ー ト
電 極 と の 間 の ゲ ー ト 絶 縁 膜 を 形 成 す る 工 程 と を 有 し 、
　 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 、 少 な く と も 前 記 半 導 体 層 す る 第 １ の 層 と な る

と 前 記 ゲ ー ト 電 極 と す る 第 ２ の 層 と を 有 し 、
　 前 記 第 １ の 、 Ｓ ｉ Ｈ ４ 、 Ｎ ２ Ｏ 、 Ｈ ２ か 成 し 、
　 前 記 第 ２ の 、 Ｓ ｉ Ｈ ４ 、 Ｎ ２ Ｏ か 成 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方
法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 半 導 体 層 を 形 成 す る 工 程 と 、 ゲ ー ト 電 極 を 形 成 す る 工 程 と 、 前 記 半 導 体 層 と 前 記 ゲ ー ト
電 極 と の 間 の ゲ ー ト 絶 縁 膜 を 形 成 す る 工 程 と を 有 し 、
　 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 、 前 記 半 導 体 層 と 接 す る 領 域 か ら 前 記 ゲ
ー ト 電 極 と 接 す る 領 域 に か け て 、 Ｈ ２ 流 量 を 減 少 さ せ 、 Ｎ ２ Ｏ 流 量 を 増 加 さ せ 成 す る
こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 半 導 体 層 を 形 成 す る 工 程 と 、 ゲ ー ト 電 極 を 形 成 す る 工 程 と 、 前 記 半 導 体 層 と 前 記 ゲ ー ト
電 極 と の 間 の ゲ ー ト 絶 縁 膜 を 形 成 す る 工 程 と を 有 し 、
　 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 、 少 な く と も 前 記 半 導 体 層 す る 第 １ の 層 と な る

と 前 記 ゲ ー ト 電 極 と す る 第 ２ の 層 と を 有 し 、
　 前 記 第 １ の 、 Ｓ ｉ Ｈ ４ 、 Ｎ ２ Ｏ 、 Ｈ ２ の 流 量 比 が Ｘ ｈ ＝ ０ ． ５ ～ ５ （ Ｘ ｈ ＝ Ｈ ２ ／

Ｓ ｉ Ｈ ４ ＋ Ｎ ２ Ｏ ） 、 Ｘ ｇ ＝ ０ ． ９ ４ ～ ０ ． ９ ７ （ Ｘ ｇ ＝ Ｎ ２ Ｏ ／ Ｓ ｉ Ｈ ４ ＋ Ｎ ２

Ｏ ） の 範 囲 で 酸 化 窒 化 シ リ コ ン 膜 を 形 成 し 、
　 前 記 第 ２ の 層 を 形 成 す る 工 程 は 、 Ｓ ｉ Ｈ ４ 、 Ｎ ２ Ｏ 、 Ｈ ２ の 流 量 比 が Ｘ ｈ ＝ ０ （ Ｘ ｈ ＝
Ｈ ２ ／ Ｓ ｉ Ｈ ４ ＋ Ｎ ２ Ｏ ） 、 Ｘ ｇ ＝ ０ ． ９ ７ ～ ０ ． ９ ９ （ Ｘ ｇ ＝ Ｎ ２ Ｏ ／ Ｓ ｉ Ｈ ４

＋ Ｎ ２ Ｏ ） の 範 囲 成 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。
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【 請 求 項 １ １ 】
　 半 導 体 層 を 形 成 す る 工 程 と 、 ゲ ー ト 電 極 を 形 成 す る 工 程 と 、 前 記 半 導 体 層 と 前 記 ゲ ー ト
電 極 と の 間 の ゲ ー ト 絶 縁 膜 を 形 成 す る 工 程 と を 有 し 、
　 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 、 前 記 半 導 体 層 と 接 す る 領 域 か ら 前 記 ゲ
ー ト 電 極 と 接 す る 領 域 に か け て 、 Ｓ ｉ Ｈ ４ 、 Ｎ ２ Ｏ 、 Ｈ ２ の ガ ス 流 量 比 が Ｘ ｈ ＝ ０ ． ５ ～
５ （ Ｘ ｈ ＝ Ｈ ２ ／ Ｓ ｉ Ｈ ４ ＋ Ｎ ２ Ｏ ） 、 Ｘ ｇ ＝ ０ ． ９ ４ ～ ０ ． ９ ７ （ Ｘ ｇ ＝ Ｎ ２ Ｏ ／

Ｓ ｉ Ｈ ４ ＋ Ｎ ２ Ｏ ） の 範 囲 か ら 、 Ｘ ｈ ＝ ０ （ Ｘ ｈ ＝ Ｈ ２ ／ Ｓ ｉ Ｈ ４ ＋ Ｎ ２ Ｏ ） 、
Ｘ ｇ ＝ ０ ． ９ ７ ～ ０ ． ９ ９ （ Ｘ ｇ ＝ Ｎ ２ Ｏ ／ Ｓ ｉ Ｈ ４ ＋ Ｎ ２ Ｏ ） の 範 囲 に 変 化 さ せ

成 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 作 製 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 請 求 項 ま た は 請 求 項 に お い て 、 前 記 ゲ ー ト 絶 縁 膜 の 第 １ の 層 と 第 ２ の 層 と を 形 成
す る 工 程 は 、 プ ラ ズ マ Ｃ Ｖ Ｄ 装 置 の 同 一 の 反 応 室 で 行 わ れ る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置
の 作 製 方 法 。
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